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Sensoranordnung mit mehreren potentiometrischen 

Sensoren 

Die voriiegende Erfindung betrifft eine Sensoranordnung zur potentiometrischen 

5 Untersuciiung einer Vieizahl von Proben, insbesondere mit sogenannten ISFET 
Oder CHEMFET-Sensoren. Potentlometrische FET-Sensoren der genannten 
Art Bind zur Messung des PIH-Werts Oder des Red-Qx-Potentials eines Analyten 
geeignet. Das Patent DE 198 57 953 C2 betrifft beispielsweise die Realisierung 
eines pH-iSFET-Sensor, bei dem zur Reduzierung des Schattungsaufwands 

10 der ISFET-Sensor als Widerstand In eine BrQcJcensdialtung mit mindestens drei 
weiteren WiderstSnden angeordnet ist l-linsiclitlicli der I^Aontage eines FET- 
Sensors sind u. a. die folgenden Prin2dpien t)ekannt. Benton offenbart in US- 
Patent- Nr. 5,833,824 einen plH-Sensor, bei dem ein ISFET-Cliip mittels einer 
metaliischen Dichtung, welctie den ionensensitiven Bereich dQS ISFET-Cliips 

IS umgibt an der Unterseite eines Substrats befestigt ist, wobei der ionensensitive 
Bereich mit einer Offhung in dem Substrat fiuchtet. Au&erhalb des von der 
Dichtung umgebenen Bereiches werden Leiterbahnen an der Oberfladie des 
Chips zu KontalctflSchen gefdhrt. weiche Qber Ldt- oder Schweifiverbindungen 
mit IcomplementSren Kontalctfiachen an der Unterseite des Substrats verbunden 

20 sind. Die von Benton vorgeschiagene Ldsung ist insofem sehr aufwendig, als 
sowohl t>ei der Hersteliung der Dichtung als auch bei der VenAriridichung der 
elektrischen Kontaktierung aufwendige Ldt- 1:^. Sdiwei&verfahren eribrderiich 
sind. Der in Benton disicutierte Stand der Technik beschreibt iSFET-Sensoren, 
bei denen eine gewdhnliche polymerische Dichtung um die Offhung der 

25 Probenkanimerwand zvt^schen dem Substrat und dem tonensensitlven Bereich 
des iSFET-Chips angeordnet ist Die Kontaktierung des ISFET-Chips erfblgt 
jedoch nicht zum Substrat im Sinne von Benton, sondem zu einem TrSger. 
welcher den ISFET-Chip auf der von dem Substrat abgewahdten RQcteeite 
unterstOtzt. Zu diesem Zweck sind BonddrShte zwischen KontakMSchen an der 

30 Vorderseite des ISFET-Chips zu Kontaktfldchen auf den TrSger aui&erhalb der 
Aufiagefldche des ISFET-Chips gefQhrt. Audi diese Ldsung ist aulwendig, well 
Bondarbeiten zur Kontaktierung des Chips erforderlich sind, und weii zur 
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GewShrielstung der Funktion und Integritat des Sensors der Chip sowohl 
bezQglich des Substrats wie auch bezQglich des Tr§gers in engen Toleranzen 
ausgerichtet sein muss. Weiterhin sind Ldsungen belcannt. bei denen die Chips 
ihre Kontalctfldchen bzw. Bondpads auf der dem ionensensitiv Bereich 
abgewandten RQclcseite aufweisen. Diese Chips i<6nnen dann rucl<seitlg Qber 
einen TrSger mit Icomplementaren Kontalrtflachen Icontalrtiert werden, wobei zur 
Gewahrieistung ausreichender galvanischer Kontalcte zwischen der ROcloeite 
des Chips und dem Trager ein anisotroper elastischer Leiter, z.B. eine 
Slliltonfolie mit eingebetteten Goldfaden in einer Richtung senlcrecht zur Ebene 
der Folie angeordnet ist. Diese L6sungen sind insofem sehr teuer. da die 
FQhrung der elelrtrischen AnschlQsse durch den Chip von dessen Vorderseite 
zu dessen RQckseite seine Hersteilungskosten um ein vielfaches erhdht. 

In der unvertMfentllchten deutschen Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 
10260961.6 der Anmelderin der gegenwSrtigen Anmeldung wild eIne 
Sensoranordnung mit einem einzelnen ISFET- bzw. CHEMFET-Sensor mit 
einer frontseitlgen Montage mittels eines anisotropen Letters offenbart. 

Die beschriebenen Sensoianordnungen sind Jewells nur die Untersuchungen 
einzelner Proben mSglich. Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung. 
eine Sensoranordnung fOr potentlometrische ly/lessungen bereitzustellen, die 
einerseits minimalen Probenvolumina messen und andererseits mehrere 
Proben gleichzeitig untersuchen kann. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemali gelSst durch die Sensoranordnung gemdfi 
des unabhdngigen Patentanspnjchs 1. 

Die erfindungsgemsae Sensoranordnung umfa&t mindestens zwei 
Probenkammem; mindestens zwei potentiometrische FET-Sensoren, 
insbesondere IsFET-Sensoren Oder ChemFET-sensoren mit einem sensitiven 
Oberfldchenabschnitt, wobei der sensitive Oberfiachenabschnitt Jewells mit 
einer der Probenkammem in Rie&verblndung steht; eine Referenzzelle mit 
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einem Refferenzmedium zur Bereitstellung eines Referenzpotentials, wobei die 
Probenkammem mit dem Referenzmedium Qber eine ElektrolytbrQcke 
verbunden sind. 

5 Die Sensoranordnung ist gemafi einer Ausgestaltung der Erfindung modular 
aufgebaut, d. h. die Probenkammem sind In einem ersten Modul angeordnet 
und die potentlometrisclien FET-Sensoren in einem zweiten Modul. 

Das erste Modul kann beisplelsweise einen plattenf3mnlgen Grundkdrper 
10 aufwelsen, der Bohrungen aufweist. weiche als Piobenkammer dienen. Im Falle 
von durchgelienden Bolirungen kdnnen die potentiometrischen FET-Sensoren 
in ein zweites Modul integriert sein, welches die Bohrungen von der Unterseite 
des Grundk6rpers als Bodenelement verschliefit. FQr jede Probenkammer kann 
ein separates Bodenelement vorgesehen seIn, Oder es kdnnen mehrere 
IS Probenkammem mit einem gemeinsamen Bodenelement verschlossen werden. 

Die BektroiytbrQcke kann Qber Elektrolytkanale erfblgen. In einem derzeit 
bevorzugten AusfQhrungsbeispiel welst der Grundkdrper die Elektroiytkandle 
auf. Der Grundkdrper kann eInstUckig sein oder aus mehreren Elementen bzw. 
20 mehreren Schichten zusammengesetzt sein. Im letzteren Fall empfiehit es sich, 
da& die Elektrolytkandle in der Grenzfldche zwischen zwel Schichten 
angeordnet sind. 

In einer weiteren Ausgestaltung sind die Elektrolytkandle in das zweite Modul, 
25 insbesondere das Bodenelement, integrieit. 

Die Referenzzelle kann ebenfalls einen potenttometrischen FET-Sensor zur 
Bereitstellung eines Referenzpotentials aufwelsen, wobei das Referenzpotential 
Udfmef gegen das Pseudoreferenzpotential einer Potentialableltelektrode 
30 gemessen werden kann. Die Potenfialableitelekbrode kommuniziert ebenfalls 
mit dem Referenzmedium in der Referenzzelle. Die Potentialableiteiektrode 
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kann beispielsweise einen metallischen Kontakt mit einer Silber- bzw. 
Siiberchloridbeschichtung umfassen. 

Die Potentiale Ufxm. Udite, ... UdwfiM der N FET-^ensoren in den Probenkammem 
5 werden vorzugsweise gegen das Pseudoreferenzpotential gemessen. Die 
messgrodenrelevante Potentialdifferenz, beispielsweise Uphi, wird durch 
Differenzbildung zwischen dem jeweiligen Potential und dem Referenzpotential 
ermittelt Uphi - Udifn - UdiiTref. Die Differenzbildung kann analog Oder digital 
erfolgen. 

10 

Die FET-Sensoren, welclie beispielsweise als vereinzelte Chips oder als eine 
VIelzahl von Sensorelementen in elnem ggf. monolithischen Bodenelement 
voriiegen konnen, mikssen zur Realisiemng eines Sensors in der Welse 
angeordnet sein, da& sie einerseits mK den bisweilen korrosiven Proben 

15 beaufschlagt werden konnen, ohne dafi andererseits korrosionsempfindllche 
Komponenten, z.B. Leiterbahnen, mit den Medien in Kontakt kpmmen. Hierzu 
werden in einer Ausgestaltung der Erfindung FET-Sensoren in der Weise 
angeordnet dad die ionensensitiven Oberflachenbereiclie der FET-Sensoren 
mit Bohrungen der Probenkammem fluciiten, wobei zwischen dem Grundkorper 

20 und den FET-Sensoren eine ringfSrmige Dichtung angeordnet ist, welche die 
Bohrungen umgibt, so daK der ionensensitive Bereich des Halbleiterchips mit 
der Probe beaufschlagt werden kann, ohne das die Probe mit dem FET-Sensor 
auflerhaib des von der Dichtung eingeschlossenen Bereichs in Beruhrung 
kommt FQr die elektrische Kontaktierung der FET-Sensoren sind veischiedene 

25 Ausgestaltungen mOglich. 

Derzeit wird das Konstruktionsprinzip der bereits in der Einleitung erwdhnten 
deutschen Patentanmeldung No. 10260961.6 bevorzugt. Demnach weisen die 
FET-Sensoren an der dem Gmndkorper zugewandten Oberfldche erste 
30 Kontaktfidchen auf, die mit passenden zweiten Kontaktfldcheh auf der dem 
FET-Sensor zugewandten Unterseite des Gmndkorpers fluchten. Die Unterseite 
des GrundkOrpers weist Leiterbahnen auf, Qber welche die zweiten 
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Kontaktfiachen mit geeigneten Schaltungen zur Speisung der. FET-Sensoren 
elektrisch verbunden sind. Zwischen der Unterseite des Grundk6rpers und der 
Oberfiache des FET-Sensors wird eine elastlsche Schicht bzw. Folie 
angeordnet, die senkrecht zur Oberfiache des FET-Sensors zumindest 
5 abschnlttsweise anisotrop leitend ist, wobei die elastische Schicht eine Offnung 
aufweist, die mit der Bohrung fluchtet Die elastische Folie bzw. Schicht dient 
somit einerselts als Dichtung und andererseits zur elektrischen Kontaktierung. 

Vorzugsweise umfa&t die elastische isolierende Schicht oder Folie in dem 
10 anisotrop leitfahigen Bereich eingebettete leitfahtge Partlkel. Kdmer oder 
Fdden, insbesondere meteliische Partikei oder FSden. Besonders bevorzugt 
sind derzeit GoldfSden, die sich senkrecht zur Ebene der elastischen 
organischen Schicht erstrecken. Besonders bevorzugt sind derzeit 
Silikonschichten, die Gold^den aufwelsen und kommerziell von der Firma Shln- 
15 Etsu erhaltiich sind. 

Sofem die elastische Schicht metalllsche Kdmer aufweist, so sind diese In einer 
relaxierten Schicht in einer solchen Konzentratlon gleich verteilt, dad es nicht zu 
einer auHreichenden Zahl von elektrischen Kontakten zwischen den Komern 

20 kommt, um eine elektrische Leitfahigkeit Uber gro&e Distanzen herzustellen. 
Wird jedoch die elastische Schicht in einer Richtung komprimiert, 
beispielsweise durch Einspannung als Dichtelement, zwischen dem ersten 
Modul und dem zweiten Modul bzw. dem Grundkorper und dem Bodenelement, 
so entsteht in der Kompressionsrichtung eine ausreichende Zahl von 

25 elektrischen Kontakten, um die Leitfiaiitgkeit entlang der Kompriessionsrichtung 
zu gewShrleisten. UnabhSngig von der gewdhlten Art des Dichtelements 
konnen die FET-Sensoren bzw. das Bodenelement durch eine rOckseitige 
AbstOtzung gegen die elastische Schicht gepresst werden, um die 
Dichtungswirkung der elastischen Schicht zu optimieren. Die rOckseitige 

30 AbstOtzung kann sowohl steif als auch elastisch vorgespannt sein. Die 
elastische Vorspannung, z. B. mit einer Schraubfeder, ist insowelt vorteilhaft, 
als dadurch die Effekte von unterschiedllchen WdrmeausdehnungskoefRzienten 
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sicherer ausgeglichen werden k&nnen, als wenn dies ausschlieiliich durch die 
Eiastizitat des Dichtungselements erfolgen mOsste. Dies ist Insbesondere dann 
beachtlich, wenn ein gewisser Kompressionsgrad des Dlchtungselementes 
erforderlich ist, urn die elelctrische Leitfalilgkeit durch die Dichtung zu 
s gewahrieisten. 

Die anderen belcannten Kontaktierungsarten des FET-Sensors, beispielsweise 
gemafl Benton oder gemaH des in Benton diskutierten Stands der Technik sind 
ebenfails zur Reaiisiemng der vorllegenden Erfindung geelgnet, wobel bei einer 
10 Kontaktierung gemali Benton der Nacinteil in Kauf zu nehmen ist, da& eine feste 
Verbindung zv^sclien dem FET-Sensor und dem Grundkorper erfoigt, wodurch 
die l^odularitat beeintrachtigt wird. 

Die Erfindung wird nun anhand eines in den Figuren gezeigten 
13 AusfQIirungsbeispiels eriautert. Es zeigt: 

Fig. 1: eine schematische Darstellung des Funktionsprinzipz 
einer Sensoranordnung gemd& der voriiegenden 
Erfindung; 

20 

Fig. 2a: eine Aulsictit auf die Unterseite eines Grundkorpers fQr 
eine Sensoranordnung gemafl der voriiegenden 
Erfindung 

25 Fig. 2b: ein Diclitelement fur eine Sensoranordnung gemaa der 
voriiegenden Erfindung; und 

Fig. 2c: einen L3ngssclinitt durcli eine Sensoranordnung 
gemafi der voriiegenden Erfindung. 



30 



Fig. 1 zeigt sctiematisch das Funktionsprinzip der erfindungsgema&en 
Sensoranordnung. Die FET-Sensoren 10 der Sensoranordnung weisen jeweils 
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eine sensitive Gate-Region auf, welche mit einem Analyten In einer 
Probenkammer beaufsclilagbar ist. Die einzelnen Probenlommem der 
Sensoranordnung sind Qber eine Elel(trolytbrQci<e miteinander verbunden. 
IHierzu umfaf^t die Elel<trolytbrucl<e einen Elektrolytlonal 11 der Qber 

5 Diapliragmen mit den Probenl<ammem Icommuniziert. Die Sensoranordnung 
umfaf&t weiteriiin eine Referenzl<ammer, in der eine Referenzeleictrode 13,' 
beispielsweise aus Platin, und ein Referenz-FET 12 angeordnet ist. Der 
Referenz-FET gibt ein Pseudoreferenzpotential Vmref aus, gegen welciies die 
Potentiale {Jam. U^aa. — UdjHN der N FET-Sensoren in den Probenl^ammem 

10 gemessen werden. Die messgrdfienrelevante PotentialdifFerenz, beispielsweise 
UpM, vtn'rd durch Differenzblldung zwischen dem jeweiligen Potential und dem 
Referenzpotential ermlttelt Uphi = Udfri - UdiAef- Die l^fferenzbildung kann analog 
Oder digital erfoigen. 

15 Konstruktlve EInzelhelten eines AusfQhrungsbelspiels der erfindungsgemSllen 
Sensoranordnung werden nun anhand der Rgn. 2a, 2b und 2c eriSutert. 

Fig. 2a zeigt die Unterseite eines Substrats 6 mit vier Probenl(ammem 9 fUr 
eine erfindungsgemSlie Sensoranordnung. wobei auf der Unterseite jeweils 
20 Kontaktflachen 7 und 8 beat>standet zu den Offnungen der Probenlommern 
angeordnet sind. Die Kontalctflacrien 7 und 8 sind Jeweils Qber Leiterbalinen in 
geeigneter Weise mit den erforderliclien AnschlQssen verbunden. Bei der fertig 
montierten Sensoranordnung dienen die Offnungen dazu, die Sensoren mit der 
zu anal^ierenden Probe zu beaufsclilagen. 

25 

Fig. 2b zeigt eine Aufslcht auf ein Dichtelement fQr eine Sensoranordnung 
gemdli der vorliegenden Erfindung, wobei das Dichtelement bei dieser 
AusfUiirungsform eine Silikonschlciit umfasst. in welche durchgehende 
GoldfSden eingebracht sind, die sich Im wesentiichen senkredit zur Ebene des 
30 Dichtelements 5 erstrecken. Auf diese Weise ist das Dichtelement in der Ebene 
des Dichtelements elektrisch Isdierend und senlofecht zur Ebene des 
Diditelements leitend. Somit kdnnen miteinander fluchteiide elektrische 
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Kontaktflachen, welche durch die Dichtung voneinander getrennt sind, 
miteinander in elektrischen Kontakt gebraclit werden, wahrend bezOglich der 
Ebene des Dlditungselements lateral versetzte Kontaktflachen voneinander 
elektrisch isoliert sind. 

5 

Die erforderliche Mindestgrolie von fluclitenden Kontaktflaclien zur 
Gewahrleistung eines sicheren Kontalcts 1st eine Frage der mittleren Anzahl von 
Goldfaden pro Flacheneinheit des Dichtelemente. Dieser Parameter kann vom 
Fachmann in geeigneter Weise angepasst warden. GleicliermaBen ist der 

10 mitUere lateraie Abstand von Bauelementen zur GewShrieistung einer 
zuverldssigen Isolation eine Funktion der Anzahldichte der Goldfaden sowie 
von deren Orientierung und deren Durchmesser. Derzeit wird ein 
Dichtungselement bevorzugt, welches eine zuverldssige Kontaktierung bei 
fluchtenden Kontaktndchen von bereits weniger als 1 mm^ ermOgllcht und eine 

IS ausreichende isolation bei einem lateiaien. ^>stand von etwa 0,5 mm 
gewahrleistet. 

Die au&eren Abmessungen des Dichteiements in Fig. 2b sind bei dieser 
Ausfuhirungsform kongruent mit den auReren Abmessungen der Unterseite des 

20 Substrats in Fig. 2a, wobei dies niclit zwingend erforderlich ist. Das 
Diciitelement weist zudem fur jede Probenkammer Im Substrat und ggf. 
zusatzlich fur eine Referenzkammer Offnungen auf, welche mit den 
entsprechenden Offnungen Im Substrat fluchten. Es Ist zweckmalllg, wenn die 
Offnungen im DIchtelement etwa die gleiche GrdBe wie die Offnungen in der 

25 Unterseite des Substrats 6 aufweisen. Auf diese Weise werden Totvolumina 
zwischen dem Substrat und einem als Bodenelement dienenden Halbleiterchip 
bzw. zwischen dem DIchtelement und dem Bodenelement Oder dem Substrat 
vermieden. 

30 Fig. 2c zeigt schlie&lich ein Langsschnitt durch eine zusammengesetzte 
Sensoranordnung geman der vorliegenden Erfindung, wobel das DIchtelement 
5 zwischen dem Halbleiterchip 1 und dem Substrat 6 eingespannt Ist. 
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Der Halbleiterchip 1 weist in seiner dem Substrat 6 zugewandten Oberflaciie 
ionensensitive Bereiche 2 auf, welcher mit den Offnungen im Substrat 6 
fluchten. Beabstandet zu den Offnungen sind jeweils Kontaktflachen 3 und 4 
5 angeordnet, welche jeweils mIt den komplementaren Kontaktftachen 7, 8 auf 
der Unterseite des Substrats fluchten. Die Kontaktierung zwischen den 
cliipseitigen Kontalctflachen 3, 4 und den substratseitigen Kontaktflaclien 7, 8 
wird durch die Leitfahiglceit des Diclitelements 5 senlcrecht zu. dessen Ebene 
gewahrtelstet. 

10 

Um eine liinreiciiende Dichtungs^rkung zu erzielen, muss der Halbleiterchip 1 
nnit ausreichender Kraft gegen die Unterseite des Substrats 6 gedrUckt werden. 
Dies kann einerseits durcii eine Einspannung mIt fbrmstabilen Bauelementen 
eriblgen und andererseits durch eine Vorspannung mittels etastischer Elemente 
15 wie einer Schraubfeder, die hier jedoch nicht dargestelit ist. 

Das Substrat 6 kann einstQckig mit einem Gehduse eines Halbleitersensors 
ausgeblldet sein oder als separates Bauteil, welches in geeigneter Weise in ein 
Gehause einzusetzen ist Diese und ahniiche Ausgestaitungen ergeben sich fur 
20 den Fachmann in nahe liegender Weise, ohne vom Gegenstand der Erfindung 
abzuweichen, die in den nachfolgenden PatentansprQchen defmiert ist. 
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Patentanspruche 

Sensoranordnung, umfassend: 
mindestens zwei Probenkammem; 

mindestens zwei potentiometrische FET-Sensoren, insbesondere IsFET- 
Sensoren oder ChemFET-sensoren, mit jeweils einem sensitiven 
Oberfiachenabschnitt. wobei der sensitive Oberflachenabschnitt jeweils 
mit einer der Probenkammem in Flie&verbindung steht; und 

eine Referenzzelle mit einem Referenzmedium zur Bereitstellung eines 
Referenzpotentials, wobei die Probenkammem mit dem Referenzmedium 
Qber eine Elektroiytbrucke verbunden sind. 

Sensoranordnung nach Anspruch 1, wobei die Sensoranordnung ein 
erstes Modul umfallt, weiclies die Probenkammem aufweist. 

Sensoranordnung nacii Ansprucli 2, wobei die Sensoranordnung 
mindestens ein zweites l\/1odul umfalit, welches mehrere 
potentiometrisclien FET-Sensoren aufweist. 

Sensoranordnung nach Anspruch 2, wobei die Sensoranordnung 
mindestens mehrere zweite Modul umfaUt, weiche jeweils einen 
potentiometrischen FET-Sensor aulweisen. 

Sensoranordnung nach einem der y^sprOche 2-4, wobei das erste 
Modul einen plattenfdmiigen Grundkorper mit Bohrungen aufweist, 
weiche als Probenkammer dienen. 
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6. Sensoranordnung nach Anspruch 5. wobei die Bohrungen durchgehend 
sind, und wobei das mindestens eine zweite Modul bzw. die zweiten 
l^odule als Bodeneiement gestaltet sind, welche die durcligeiienden 
Bohrungen von der Unterseite des ersten Modute verechlieRen. 

5 

7. Sensoranordnung nacli Anspruch 5. wobei die potentiometrischen FET- 
Sensoren derart in das zweites Modul Integriert sind, daH jeweils ein 
FET-Sensor mit einer der durchgehenden Bohrungen fiuchtet 

10 8. Sensoranordnung nach einem der vorheigehenden AnsprOche. wobei 
die ElelctrolytbrQclce Uber Eleldrolytkanaie veriSuft. welche in dem 
Grundkaiper ausgebildet sind. 

9. Sensoranordnung nach Anspruch 8, wobei der Giundlcorper mehrere 
15 Elemente, insbesondere mehrere Schichten aufwelst. und die 

Eleldrolytkanaie in einer GrenzflSche zwischen zwei benachbarten 
Eiementen angeordnet sind. 



20 



10. Sensoranordnung nach einem der Ansprtlche 1 bis 7, wobei die 
Elelctrolytbriicke fiber ElektrolytkanSle verlSuft. welche in dem zweiten 
Modul, integriert sind. 



11. 



25 



12. 

30 

13. 



Sensoranordnung nach einem der Ansprtiche 1 bis 10. wobei die 
Referenzzelle einen potentiometrischen Referenz-FET-Sensor zur 
Bereitstellung eines Referenzpotentials aufwelst. welches gegen das 
Pseudoreferenzpotentlal einer Potentialableitelektrode eriaBt wird. 

Sensoranordnung nach Anspruch 11. wobei die Potentialableitelektrode 
mIt dem Referenzmedium In der Referenzzelle beaufechlagt ist. 

Sensoranordnung nach Anspruch 12, wobei die Potentiate Uam. U^z, ... 
UdifiN von N FET-Sensoren in den Probenkammem gegen das 
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Pseudoreferenzpotential emnftteit, und die messgroHenrelevanten 
Potentiardifferenzen, jeweils durch Differenzbildung zwischen dem 
Jewelligen Potential und dem Referenzpotentiai bestimmt Uphi.„N = Udiffi...N 
- Udiffref. werden. 



I 
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Zusammenfassung 

Die erfindungsgemafie Sensoranordnung, umfasst mlndestens zwei 
Probenkammem; mindestens zwel potentiometrische FET-Sensoren, 

5 insbesondere IsFET-Sensoren oder ChemFET-sensoren, mit jeweils einem 
sensitiven OberflSchenabschnitt, wobei der sensitive Oberflaclienabsclinitt 
jeweils mit einer der Probenl^ammem in Flie&verbindung steht; und eine 
Referenzzelle mit einem Referenzmedium zur Bereitsteliung eines 
Referenzpotentials, wobei die Probenlcammem mit dem Referenzmedium Qber 

10 eine ElelctroiytbrQclce verbunden sind. Die Referenzzelle weist vorzugsweise 
einen potentiometrischen Referenz-FET-Sensor zur Bereitetellung eines 
Referenzpotentials auf, welches gegen das Pseudorefsrenzpotential einer 
Potentialableiteleictrode erfaat wird. Die Potentiale Udun, ^<mz. - ^imn von N 
FET-Sensoren in den Probenkammem werden gegen das 

15 Pseudoreferenzpotential ermitteit, und die messgrS&enrelevanten 
Potentialdifferenzen, werden jeweils durch Differenzbildung zwischen dem 
jewelligen Potential und dem Referenzpotential Uphi...N = Ud]ffi„.N - Ucofiref 
bestlmmt 
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